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(57)【要約】
【課題】動作特性の良好な電子デバイスを提供する。
【解決手段】電子デバイスは、所定の特性インピーダン
スの第１伝送路を第１接地層と構築する第１配線とを有
する半導体チップと、半導体チップに重ねて配置される
絶縁層と、半導体チップと絶縁層との間に設けられる第
２接地層と、絶縁層に重ねて配置される第２配線であっ
て、第１線幅を有し、所定の特性インピーダンスの第２
伝送路を第２接地層と構築する第１部分と、第１線幅よ
りも細い第２線幅を有する第２部分とを有する第２配線
と、第１配線と第２部分とを接続するビアと、平面視で
第２部分と重なる位置において絶縁層の内部に設けられ
、第２部分よりも広い幅を有し、ビアに沿って第２部分
の手前まで延在する接地導体とを含み、ビアは、所定の
特性インピーダンスの第３伝送路を接地導体と構築し、
第２配線の第２部分は、所定の特性インピーダンスの第
４伝送路を接地導体と構築する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体装置と、前記半導体装置の第１面側に設けられる第１接地層と、所定の特性イン
ピーダンスを有する第１伝送路を前記第１接地層と構築する第１配線とを有する半導体チ
ップと、
　前記半導体チップに重ねて配置される絶縁層と、
　前記半導体チップと前記絶縁層との間、又は、前記絶縁層の内部に設けられる第２接地
層と、
　前記絶縁層に重ねて配置される第２配線であって、平面視で前記第２接地層と重なる部
分に配置され、第１線幅を有し、前記第１伝送路と等しい所定の特性インピーダンスを有
する第２伝送路を前記第２接地層と構築する第１部分と、平面視で前記第２接地層の端部
側に配置され、前記第１線幅よりも細い第２線幅を有する第２部分とを有する第２配線と
、
　前記第１配線と前記第２配線の前記第２部分とを接続するビアと、
　平面視で前記第２配線の前記第２部分と重なる位置において前記絶縁層の内部に設けら
れ、前記第２部分の線幅方向において前記第２部分よりも広い幅を有し、前記ビアに沿っ
て前記第２接地層から前記第２部分の手前まで延在する接地導体と
　を含み、
　前記ビアは、前記第１伝送路と等しい所定の特性インピーダンスを有する第３伝送路を
前記接地導体と構築し、
　前記第２配線の前記第２部分は、前記第１伝送路と等しい所定の特性インピーダンスを
有する第４伝送路を前記接地導体と構築する、電子デバイス。
【請求項２】
　前記接地導体は、
　一端が前記第２接地層に接続され、前記線幅方向に配置される、複数の柱状部と、
　前記線幅方向に延在し、前記複数の柱状部の他端を接続する接続導体と
　を有する、請求項１記載の電子デバイス。
【請求項３】
　前記第２接地層は、前記第１接地層に接続される、請求項１又は２記載の電子デバイス
。
【請求項４】
　前記半導体チップは、
　前記半導体装置の第１面に設けられるチップ絶縁層と、
　前記第１配線を覆う保護絶縁層と
　をさらに有し、
　前記第１接地層は、前記半導体装置と前記チップ絶縁層との間に設けられ、
　前記第１配線は、前記チップ絶縁層に重ねて配置される、請求項１乃至３のいずれか一
項記載の電子デバイス。
【請求項５】
　半導体装置と、前記半導体装置の第１面側に設けられる第１接地層と、所定の特性イン
ピーダンスを有する第１伝送路を前記第１接地層と構築する第１配線とを有する半導体チ
ップに、平面視で前記第１配線と重ならないように第２接地層を積層する工程と、
　前記半導体チップ及び前記第２接地層に重ねて第１絶縁層を形成する工程と、
　一端が前記第２接地層の端部に接続され、前記第１絶縁層を厚さ方向に貫通し、前記第
１配線よりも広い幅を有する接地導体を形成する工程と、
　前記第１絶縁層に重ねて第２絶縁層を形成する工程と、
　一端が前記第１配線に接続され、前記第１絶縁層及び前記第２絶縁層を厚さ方向に貫通
するとともに前記接地導体に沿って延在し、他端が前記第２絶縁層から表出するビアを形
成する工程と、
　前記第２絶縁層に重ねて第２配線を形成する工程であって、平面視で前記第２接地層と
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重なる部分に配置され、第１線幅を有し、前記第１伝送路と等しい所定の特性インピーダ
ンスを有する第２伝送路を前記第２接地層と構築する第１部分と、平面視で前記第２接地
層の前記端部側において前記接地導体と重なる位置に配置され、前記第１線幅及び前記接
地導体の幅よりも細い第２線幅を有し、前記ビアに接続される第２部分とを有する第２配
線を形成する工程と
　を含み、
　前記ビアは、前記第１伝送路と等しい所定の特性インピーダンスを有する第３伝送路を
前記接地導体と構築し、
　前記第２配線の前記第２部分は、前記第１伝送路と等しい所定の特性インピーダンスを
有する第４伝送路を前記接地導体と構築する、電子デバイスの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子デバイス、及び、電子デバイスの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、次のように作製される高周波デバイス実装用基板がある。基板を下部絶縁層
上に上部絶縁層をグランド層を介して積層して形成する。グランド層には、透孔を開口し
て、その内径を小径に形成し、その透孔に遊挿した導体線路部分の特性インピーダンスを
低下させる。下部絶縁層は、厚く形成して、下部絶縁層に上下に貫通させて備えた導体線
路部分の特性インピーダンスを上昇させる。そして、導体線路の特性インピーダンスを所
定値にマッチングさせる。上部絶縁層の上には、信号線路が設けられている。信号線路は
、導体線路に接続されるとともに、グランド層とマイクロストリップラインを構築してい
る（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平０８－０７８７９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、従来の高周波デバイス実装用基板では、導体線路と信号線路の接続部分では
、特性インピーダンスの調整は行われていない。特に、周波数が１００ＧＨｚ～数１００
ＧＨｚあるいはそれ以上のように高い場合には、接続部分における特性インピーダンスを
調整することの重要性は高い。特性インピーダンスが所望の値に設定されていない場合に
は、電子デバイスの動作特性が低下する。
【０００５】
　そこで、動作特性の良好な電子デバイス、及び、電子デバイスの製造方法を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の実施の形態の電子デバイスは、半導体装置と、前記半導体装置の第１面側に設
けられる第１接地層と、所定の特性インピーダンスを有する第１伝送路を前記第１接地層
と構築する第１配線とを有する半導体チップと、前記半導体チップに重ねて配置される絶
縁層と、前記半導体チップと前記絶縁層との間、又は、前記絶縁層の内部に設けられる第
２接地層と、前記絶縁層に重ねて配置される第２配線であって、平面視で前記第２接地層
と重なる部分に配置され、第１線幅を有し、前記所定の特性インピーダンスを有する第２
伝送路を前記第２接地層と構築する第１部分と、平面視で前記第２接地層の端部側に配置
され、前記第１線幅よりも細い第２線幅を有する第２部分とを有する第２配線と、前記第
１配線と前記第２配線の前記第２部分とを接続するビアと、平面視で前記第２配線の前記
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第２部分と重なる位置において前記絶縁層の内部に設けられ、前記第２部分の線幅方向に
おいて前記第２部分よりも広い幅を有し、前記ビアに沿って前記第２接地層から前記第２
部分の手前まで延在する接地導体とを含み、前記ビアは、前記所定の特性インピーダンス
を有する第３伝送路を前記接地導体と構築し、前記第２配線の前記第２部分は、前記所定
の特性インピーダンスを有する第４伝送路を前記接地導体と構築する。
【発明の効果】
【０００７】
　動作特性の良好な電子デバイス、及び、電子デバイスの製造方法を提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施の形態の電子デバイス１００を示す斜視図である。
【図２】図１におけるＡ－Ａ矢視断面を示す図である。
【図３】電子デバイス１００を示す平面図である。
【図４】図３におけるＢ－Ｂ矢視断面を示す図である。
【図５】図３におけるＣ－Ｃ矢視断面を示す図である。
【図６】電磁界解析結果を示す図である。
【図７】電子デバイス１００の製造工程を示す図である。
【図８】電子デバイス１００の製造工程を示す図である。
【図９】電子デバイス１００の電界分布を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の電子デバイス、及び、電子デバイスの製造方法を適用した実施の形態に
ついて説明する。
【００１０】
　＜実施の形態＞
　図１は、実施の形態の電子デバイス１００を示す斜視図である。図２は、図１における
Ａ－Ａ矢視断面を示す図である。図３は、電子デバイス１００を示す平面図である。図４
は、図３におけるＢ－Ｂ矢視断面を示す図である。図５は、図３におけるＣ－Ｃ矢視断面
を示す図である。図１乃至図５ではＸＹＺ座標系を定義して説明する。また、図３乃至図
５に一例として示す各部の寸法を表す数値の単位は、μｍである。図４に示す断面は、図
２に示す断面と同一であり、寸法を加えたものである。なお、以下では説明の便宜上、Ｚ
軸正方向側を上、Ｚ軸負方向側を下と称すが、普遍的な上下の関係を表すものではない。
【００１１】
　電子デバイス１００は、半導体チップ１１０、モールド樹脂１２０、絶縁層１３０、接
地層１３１、配線層１３２、ビア１３３、及び接地導体１３４を含む。電子デバイス１０
０は、ウエハに複数の半導体装置及び電子素子等を形成し、半導体製造技術で配線等を形
成した後に個片化して半導体チップ及びチップ部品等を作製し、半導体チップ及びチップ
部品等をモールド樹脂１２０でウエハ状に再構築してから再び個片化し、再配線を行った
ものである。なお、電子デバイス１００は、半導体チップ１１０に加えて、キャパシタ又
はインダクタ等のチップ部品をさらに含んでもよい。
【００１２】
　電子デバイス１００は、ＦＯＷＬＰ(Fan Out Wafer Level Package)技術を利用したモ
ジュールであり、バンプを用いることなく、半導体装置及び電子素子等の端子に直接的に
配線等を接続することができる。
【００１３】
　半導体チップ１１０は、半導体装置１１１、接地層１１２、絶縁層１１３（１１３Ａ、
１１３Ｂ）、配線１１４、及びビア１１５を有する。半導体装置１１１は、一例として、
シリコンウエハに形成された半導体装置であり、演算処理又は制御処理等を行う回路等を
含む。半導体装置１１１のＺ軸正方向側の面にある信号端子１１１Ａ及びグランド端子１
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１１Ｂには、それぞれ、配線１１４及び接地層１１２が接続される。
【００１４】
　配線１１４は、接地層１１２の開口部１１２Ａ内に設けられるはんだ１１４Ａを介して
信号端子１１１Ａに接続される。開口部１１２Ａは、平面視で円形の開口部である。また
、接地層１１２は、直接的にグランド端子１１１Ｂに接続される。なお、はんだを用いて
接地層１１２をグランド端子１１１Ｂに接続してもよい。
【００１５】
　接地層１１２は、半導体装置１１１のＺ軸正方向側の面に配置されており、半導体製造
技術で形成されたものである。接地層１１２は、第１接地層の一例である。接地層１１２
の幅は、平面視で配線１１４の幅よりも広く、一例として、半導体チップ１１０のＹ軸方
向の幅全体にわたって設けられている。
【００１６】
　接地層１１２は、半導体装置１１１のグランド端子１１１Ｂに接続され、接地電位に保
持される。接地層１１２のＸ軸正方向側の端部には、ビア１１５が接続されている。接地
層１１２の上面及び側面は、絶縁層１１３のうちの絶縁層１１３Ａによって覆われている
。
【００１７】
　絶縁層１１３は、絶縁層１１３Ａ及び１１３Ｂを有する。絶縁層１１３は、チップ絶縁
層の一例である。絶縁層１１３Ａは、接地層１１２を覆っており、絶縁層１１３Ａの上に
は配線１１４が配置されている。絶縁層１１３Ａは、例えば、ポリイミド樹脂であり、接
地層１１２と配線１１４を絶縁する層間絶縁膜である。
【００１８】
　絶縁層１１３Ｂは、配線１１４の上に配置されており、配線１１４を覆っている。絶縁
層１１３Ｂは、例えば、ソルダーレジストである。絶縁層１１３Ｂの上面は、半導体チッ
プ１１０の上面である。絶縁層１１３Ｂは、保護絶縁層の一例である。
【００１９】
　配線１１４は、絶縁層１１３Ａの上面に形成されている。配線１１４は、第１配線の一
例である。配線１１４は、一端が半導体装置１１１の信号端子１１１Ａに接続され、他端
がビア１３３に接続されている。配線１１４は、半導体製造技術で形成されたものである
。配線１１４は、接地層１１２とマイクロストリップラインを構築する。配線１１４の特
性インピーダンスは、一例として５０Ωに設定される。配線１１４及び接地層１１２が構
築するマイクロストリップラインは、第１伝送路の一例である。
【００２０】
　ビア１１５は、ビア１１５Ａ、接続部１１５Ｂ、及びビア１１５Ｃを有する。ビア１１
５は、半導体製造技術で形成されたものである。ビア１１５は、下端が接地層１１２のＸ
軸正方向側の端部に接続され、上端が接地層１３１のＸ軸負方向側の端部に接続される。
ビア１１５は、接地層１３１を接地電位に保持するために設けられている。
【００２１】
　モールド樹脂１２０は、半導体チップ１１０の側面を覆っている。モールド樹脂１２０
は、半導体チップ及びチップ部品等をウエハ状に再構築するために用いられる。モールド
樹脂１２０は、例えば、エポキシ系の樹脂に球状のシリカフィラー（充填材）を混合させ
たものである。なお、モールド樹脂１２０は、半導体チップ１１０の側面に加えて、上面
を覆っていてもよい。
【００２２】
　絶縁層１３０は、半導体チップ１１０及び接地層１３１の全体の上に配置される。絶縁
層１３０は、再配線層としての接地層１３１と配線層１３２を絶縁する層間絶縁膜である
。また、絶縁層１３０には、ビア１３３と接地導体１３４が設けられる。絶縁層１３０は
、誘電正接が低い絶縁材料製であればよく、例えば、ポリフェニレンエーテル系材料のフ
ィルム状非感光性材料を用いることができる。
【００２３】
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　接地層１３１は、半導体チップ１１０のＸ軸正方向側の端部と、モールド樹脂１２０と
の上に配置される。接地層１３１の幅は、平面視で配線層１３２の幅よりも広く、一例と
して、半導体チップ１１０及びモールド樹脂１２０のＹ軸方向の幅全体にわたって設けら
れている。また、接地層１３１のＸ軸負方向側の端部は、ビア１３３に近接しており、Ｘ
軸負方向側の端部の上面には、接地導体１３４が設けられる。接地層１３１は、第２接地
層の一例である。
【００２４】
　配線層１３２は、絶縁層１３０の上に設けられている。配線層１３２は、主導体部１３
２Ａと、配線部１３２Ｂ及び１３２Ｃとを有する。配線層１３２は、第２配線の一例であ
り、主導体部１３２Ａは第１部分の一例であり、配線部１３２Ｂ及び１３２Ｃは第２部分
の一例である。
【００２５】
　主導体部１３２Ａは、絶縁層１３０のＸ軸正方向側の端から平面視で接地導体１３４の
手前まで延在しており、絶縁層１３０を挟んで接地層１３１と重ねられている。また、主
導体部１３２Ａの幅は、配線部１３２Ｂ及び１３２Ｃの幅よりも広く、第１線幅の一例で
ある。主導体部１３２Ａは、接地層１３１とマイクロストリップラインを構築する。主導
体部１３２Ａと接地層１３１が構築するマイクロストリップラインは、第２伝送路の一例
である。主導体部１３２Ａの特性インピーダンスは、一例として５０Ωに設定されている
。
【００２６】
　配線部１３２Ｂ及び１３２Ｃは、主導体部１３２ＡのＸ軸負方向側の端部から突出する
ように設けられている。配線部１３２Ｂ及び１３２Ｃの幅は、主導体部１３２Ａの幅より
も狭く、第２線幅の一例である。また、配線部１３２Ｂ及び１３２ＣのＹ軸方向における
位置は、配線１１４の位置と合わせられている。
【００２７】
　配線部１３２Ｂは、接地導体１３４の接続部１３４Ｂの上に位置している。配線部１３
２Ｂは、接続部１３４Ｂ（接地導体１３４）とマイクロストリップラインを構築する。配
線部１３２Ｂは、主導体部１３２Ａと接続部１３４Ｂ（接地導体１３４）との結合を弱め
るために、Ｘ軸方向において、接続部１３４ＢのＸ軸正方向側の端よりもＸ軸正方向側に
少し延出している。
【００２８】
　また、配線部１３２Ｂは、Ｘ軸方向において、接続部１３４ＢのＸ軸負方向側の端より
もＸ軸負方向側に少し延出している。接続部１３４Ｂ（接地導体１３４）とマイクロスト
リップラインを構築できる範囲でＸ軸負方向側に伸ばすためである。また、配線部１３２
Ｂの先端には、配線部１３２Ｃが設けられている。
【００２９】
　配線部１３２Ｃは、ビア１３３の上端に接続されている。配線部１３２Ｃの幅は、イン
ピーダンスを調整するために、配線部１３２Ｂの幅よりも少しだけ狭くされている。配線
部１３２Ｃは、配線部１３２Ｂのうちの接続部１３４ＢのＸ軸負方向側の端よりもＸ軸負
方向側に少し延出している部分と同様に、接続部１３４Ｂ（接地導体１３４）とマイクロ
ストリップラインを構築する。
【００３０】
　配線部１３２Ｂ及び１３２Ｃと、接続部１３４Ｂ（接地導体１３４）とが構築するマイ
クロストリップラインの特性インピーダンスは、一例として５０Ωに設定されている。配
線部１３２Ｂ及び１３２Ｃと、接続部１３４Ｂ（接地導体１３４）とが構築するマイクロ
ストリップラインは、第４伝送路の一例である。
【００３１】
　ビア１３３は、絶縁層１１３Ｂと絶縁層１３０とを厚さ方向（Ｚ軸方向）に貫通し、配
線１１４のＸ軸正方向側の端部と、配線部１３２Ｃとの間を接続している。ビア１３３は
、ビア１１５Ａ、接続部１１５Ｂ、及び接地導体１３４とマイクロストリップラインを構
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築する。ビア１３３の接地導体１３４よりも高い部分も、接地導体１３４とマイクロスト
リップラインを構築する。ビア１３３と、ビア１１５Ａ、接続部１１５Ｂ、及び接地導体
１３４とが構築するマイクロストリップラインは、第３伝送路の一例である。
【００３２】
　接地導体１３４は、接地層１３１のＸ軸負方向側の端部において、Ｚ軸正方向に起立す
るように、垂直に設けられている。接地導体１３４は、複数の円柱部１３４Ａと、複数の
円柱部１３４Ａの上端を接続する接続部１３４Ｂとを有する。
【００３３】
　複数の円柱部１３４Ａは、Ｙ軸方向に配列されている。ここでは一例として、９本の円
柱部１３４Ａを示す。複数の円柱部１３４Ａの下端は接地層１３１に接続され、上端は接
続部１３４Ｂによって接続されている。接続部１３４Ｂは、数の円柱部１３４Ａの上端を
接続し、Ｙ軸方向に延在している。円柱部１３４Ａは、柱状部の一例である。
【００３４】
　このような接地導体１３４は、上述したように、ビア１３３及び配線部１３２Ｂ及び１
３２ＣとＸＺ面視で逆Ｌ字型のマイクロストリップラインを構築するために設けられてい
る。９本の円柱部１３４Ａと接続部１３４Ｂとによって構築される接地導体１３４は、接
地電位に保持される１つの壁部があることと等価である。
【００３５】
　ここで、図３乃至図５を用いて、各部の寸法について説明する。図３に示すように、接
地層１１２と配線１１４とのＺ軸方向のギャップは１０μｍである。絶縁層１３０の厚さ
は５０μｍである。すなわち、接地層１３１と配線層１３２とのＺ軸方向のギャップは５
０μｍである。
【００３６】
　ビア１３３と、接地導体１３４の円柱部１３４ＡとのＸ軸方向のギャップは１０μｍで
ある。ビア１３３の直径は１５μｍである。円柱部１３４Ａの直径は２０μｍである。接
続部１３４ＢのＸ軸方向の幅は３０μｍである。配線層１３２と接続部１３４ＢとのＺ軸
方向のギャップは１０μｍである。
【００３７】
　また、図４に示すように、配線１１４のＹ軸方向の幅は２３μｍである。配線部１３２
ＣのＹ軸方向の幅は２０μｍであり、Ｘ軸方向の長さは２０μｍである。配線部１３２Ｂ
のＹ軸方向の幅は２５μｍであり、Ｘ軸方向の長さは３７．５μｍである。主導体部１３
２ＡのＹ軸方向の幅は１４０μｍである。配線１１４と、主導体部１３２Ａ、配線部１３
２Ｂ及び１３２Ｃは、すべてＹ軸方向の幅の中心が一致（中心軸が一致）するように配置
されている。また、図５に示すように、隣り合う円柱部１３４Ａ同士のピッチ（中心軸同
士の間隔）は２５μｍである。
【００３８】
　なお、接地層１１２、配線１１４、接地層１３１、及び配線層１３２の厚さは、０．５
μｍである。
【００３９】
　電子デバイス１００では、配線層１３２の主導体部１３２Ａにおける電力伝達損失を低
減するために、主導体部１３２Ａの線幅を広く取っている。マイクロストリップラインで
所定のインピーダンス（ここでは、５０Ω）を一定に保つためには、配線の線幅が広くな
れば、接地層及び配線のギャップを大きく取る必要がある。
【００４０】
　ところで、例えばソルダーレジストのような一般的な液状感光性材料は、誘電正接が３
００ＧＨｚで０．０８７と大きいため、絶縁層１３０（５０μｍ）のように厚くすること
は困難である。このため、絶縁層１３０に液状感光性材料を用いると、主導体部１３２Ａ
の線幅を広く取ることは困難になる。
【００４１】
　そこで、電子デバイス１００では、絶縁層１３０に、誘電正接が小さく、厚膜化が容易
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なフィルム状非感光性材料を用いることによって、絶縁層１３０を厚くしている。そして
、絶縁層１３０を厚くした分だけ、主導体部１３２Ａの線幅を広く取り、主導体部１３２
Ａにおける電力伝達損失を大幅に低減できる構成にしている。
【００４２】
　なお、ここでは、配線１１４と接地層１１２、ビア１３３と接地導体１３４及びビア１
１５、配線層１３２と接地層１３１がそれぞれマイクロストリップラインを構築する形態
について説明する。これら４つのマイクロストリップラインの特性インピーダンスは、す
べて５０Ωであるが、５０Ωは設計値あるいは理論値であり、各マイクロストリップライ
ンの実際の特性インピーダンスは、５０Ωから少しずれている場合が有り得る。このよう
なずれは、製造誤差又はその他の要因等によって生じうる。しかしながら、このような場
合も含めて、４つのマイクロストリップラインの特性インピーダンスは、５０Ωで等しい
ものとして取り扱う。特性インピーダンスが互いに等しいとは、このような意味である。
【００４３】
　図６は、電磁界解析結果を示す図である。図６（Ａ）にはＳ１１パラメータの周波数特
性を示し、図６（Ｂ）にはＳ２１パラメータの周波数特性を示す。なお、Ｓ１１パラメー
タとＳ２１パラメータは、配線１１４及び接地層１１２をポート１、配線層１３２及び接
地層１３１をポート２として、電磁界解析で求めた。
【００４４】
　実施の形態の電子デバイス１００の絶縁層１３０の厚さは５０μｍであり、配線層１３
２の主導体部１３２Ａの線幅は１４０μｍであり、絶縁層１３０には誘電正接が３００Ｇ
Ｈｚで０．０２５のフィルム状非感光性材料を用いた。
【００４５】
　また、比較用に、２つの電子デバイス（以下、比較用デバイス１、２と称す）を用意し
た。比較用デバイス１では、絶縁層１３０の厚さを１０μｍ、主導体部１３２Ａの線幅を
２５μｍとし、絶縁層１３０には誘電正接が０．０２５（３００ＧＨｚ）のフィルム状非
感光性材料を用いた。比較用デバイス２では、絶縁層１３０の厚さを１０μｍ、主導体部
１３２Ａの線幅を２３μｍとし、絶縁層１３０には誘電正接が０．０８７（３００ＧＨｚ
）の液状感光性材料を用いた。比較用デバイス１、２は、接地導体１３４を含まない。
【００４６】
　図６（Ａ）に示すように、Ｓ１１パラメータの周波数特性（反射特性）は、電子デバイ
ス１００では－２５ｄＢ以下で最も低く、比較用デバイス１は、周波数が約２４０ＧＨｚ
以上で－２５ｄＢ以上であり、周波数の上昇とともに増大する傾向があった。また、比較
用デバイス２では、約－１８ｄＢ～約－１５ｄＢであり、周波数の上昇とともに増大する
傾向があった。
【００４７】
　図６（Ｂ）に示すように、Ｓ２１パラメータの周波数特性（通過特性）は、電子デバイ
ス１００では約－０．５ｄＢであった。比較用デバイス１も約－０．５ｄＢであり、電子
デバイス１００と同等の値であった。また、比較用デバイス２では、約－０．６ｄＢ～約
－０．７５ｄＢであり、周波数の上昇とともに低下する傾向があった。
【００４８】
　以上のように、電子デバイス１００は、比較用デバイス１、２に比べて反射特性及び通
過特性ともに良好であった。
【００４９】
　次に、電子デバイス１００の製造方法について説明する。図７及び図８は、電子デバイ
ス１００の製造工程を示す図である。
【００５０】
　まず、図７（Ａ）に示すように、モールド樹脂１２０が接合された半導体チップ１１０
を用意する。図７（Ａ）に示す半導体チップ１１０及びモールド樹脂１２０は、複数の半
導体チップ１１０を配列し、モールド樹脂１２０でウエハ状に再構築してから再び個片化
したものである。モールド樹脂１２０は、複数の半導体チップ１１０を配列した状態で、
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ウェハの形状に対応した金型を用いて加熱処理を行い、個片化することによって作製され
る。なお、絶縁層１１３Ｂには、後にビア１３３の下端を形成するための開口部１３３Ｂ
１が設けられている。
【００５１】
　次に、図７（Ｂ）に示すように、モールド樹脂１２０の上に接地層１３１を形成する。
接地層１３１のＸ軸負方向側の端部の下面は、ビア１１５Ａに接合される。接地層１３１
は、例えば、スパッタ法で電解めっき用のシード層をモールド樹脂１２０の上に形成し、
シード層の上にレジストを形成し、レジストを接地層１３１の形状にパターニングした後
に電解めっき処理を行い、レジストと不要なシード層を除去することによって作製される
。
【００５２】
　次に、図７（Ｃ）に示すように、絶縁層１３０Ａを形成する。絶縁層１３０Ａは、図１
乃至図５に示す絶縁層１３０のうち、接地導体１３４の円柱部１３４Ａの上端までの高さ
の部分であり、第１絶縁層の一例である。絶縁層１３０Ａは、ポリフェニレンエーテル系
材料のフィルム状非感光性材料をラミネート加工で貼り付け、熱処理して硬化させること
によって作製される。このとき、開口部１１３Ｂ１は絶縁層１３０Ａで充填される。
【００５３】
　次に、絶縁層１３０Ａに、ビア１３３Ａと複数の円柱部１３４Ａを形成するためのビア
ホールを形成し、スパッタ法で電解めっき用のシード層をビアホールの内部及び絶縁層１
３０Ａの上面に形成し、絶縁層１３０Ａの上面のシード層にレジストを形成し、電解めっ
き処理を行うことによってビア１３３Ａ、円柱部１３４Ａ、及び接続部１３４Ｂを作製す
る。なお、ビアホールは、例えば、エキシマレーザを用いて絶縁層１３０Ａを加工するこ
とによって作製すればよい。
【００５４】
　そして、絶縁層１３０Ａの上面のレジストとシード層を除去することにより、図７（Ｄ
）に示す構造体を得る。円柱部１３４Ａは、所謂ビアの製造方法によって作製される。こ
こで、ビア１３３Ａは、図１乃至図５に示すビア１３３のうち、円柱部１３４Ａと同一の
高さの部分である。
【００５５】
　次に、図７（Ｄ）に示す構造体の絶縁層１３０、ビア１３３Ａ、接続部１３４Ｂの上に
、図８（Ａ）に示すように、絶縁層１３０Ｂを形成する。絶縁層１３０Ｂは、絶縁層１３
０Ａと同一の材料で、同様の方法によって形成すればよい。絶縁層１３０Ｂと絶縁層１３
０Ａとの合計の厚さは、図１乃至図５に示す絶縁層１３０の厚さに等しい。絶縁層１３０
Ｂは、第２絶縁層の一例である。
【００５６】
　次に、絶縁層１３０Ｂに、ビア１３３Ａの上端まで到達するビアホールを形成し、ビア
ホールの内部及び絶縁層１３０Ｂの表面にスパッタ法で電解めっき用のシード層を形成し
、シード層の上にレジストを形成し、レジストを配線層１３２の形状にパターニングした
後に電解めっき処理を行い、レジストと不要なシード層を除去することにより、図８（Ｂ
）に示すように、ビア１３３Ｂ及び配線層１３２（主導体部１３２Ａと配線部１３２Ｂ及
び１３２Ｃ）を作製する。なお、ビアホールは、例えば、エキシマレーザを用いて絶縁層
１３０Ｂを加工することによって作製すればよい。
【００５７】
　以上の工程を行うことにより、電子デバイス１００が完成する。
【００５８】
　図９は、電子デバイス１００の電界分布を説明する図である。図９には、電界の方向を
矢印で示す。電子デバイス１００では、配線１１４は、接地層１１２とマイクロストリッ
プラインを構築し、配線層１３２の主導体部１３２Ａは、接地層１３１とマイクロストリ
ップラインを構築する。
【００５９】
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　主導体部１３２Ａの線幅を広くして電力伝達損失を低減するために、絶縁層１３０とし
て、誘電正接が小さく、厚膜化が容易なフィルム状非感光性材料を用いて絶縁層１３０の
厚さを稼いでいる。
【００６０】
　このように絶縁層１３０を厚くすると、ビア１３３がＺ軸方向に長くなるので、ビア１
３３の特性インピーダンスを改善することが望ましい。また、配線層１３２の配線部１３
２Ｂ及び１３２Ｃの特性インピーダンスを改善することも望ましい。
【００６１】
　そこで、電子デバイス１００では、ビア１３３に沿ってＺ軸方向に延在する接地導体１
３４を設けている。
【００６２】
　ビア１３３は、接地導体１３４及びビア１１５とマイクロストリップラインを構築する
。ビア１３３の接地導体１３４よりも高い部分も、斜めの矢印で示すような電界の分布が
得られ、接地導体１３４とマイクロストリップラインを構築する。また、ビア１３３の下
側の部分も、ビア１１５Ａ及び接続部１１５Ｂとマイクロストリップラインを構築する。
【００６３】
　また、配線層１３２の配線部１３２Ｂ及び１３２Ｃは、接続部１３４Ｂ（接地導体１３
４）とマイクロストリップラインを構築する。配線部１３２Ｃと接続部１３４Ｂとの間に
も、斜めの矢印で示すような電界の分布が得られ、マイクロストリップラインが構築され
る。
【００６４】
　また、接続部１１５Ｂ及びビア１１５Ｃと配線１１４との間にも、斜めの矢印で示すよ
うな電界の分布が得られ、マイクロストリップラインが構築される。
【００６５】
　このように、電子デバイス１００では、半導体チップ１１０に、マイクロストリップラ
インを構築する、配線１１４、ビア１３３、配線層１３２、接地層１１２、ビア１１５、
接地導体１３４、及び接地層１３１が接続されている。
【００６６】
　従って、実施の形態によれば、動作特性の良好な電子デバイス１００、及び、電子デバ
イス１００の製造方法を提供することができる。
【００６７】
　また、配線層１３２の主導体部１３２Ａの線幅は、数１００ＧＨｚ以上の高周波電力が
流れる場合においても、電力伝達損失を十分に低減できるほどに拡げられている。
【００６８】
　また、電子デバイス１００は、絶縁層１３０として、誘電正接の小さいフィルム状非感
光性材料を用いているため、絶縁層１３０を厚くすることができる。この結果、配線層１
３２の主導体部１３２Ａの線幅を広くすることができ、電力伝達損失を十分に低減するこ
とができる。
【００６９】
　周波数が３００ＧＨｚを超えるような超高周波信号は、波長が１ｍｍ以下であり、絶縁
層１３０等の誘電率を考慮すると、１／２０波長の長さは３０μｍ以下になる。このため
、ビア１３３の長さ（５０μｍ強）は無視することができず、インピーダンス整合を取る
ことが必要になる。
【００７０】
　このような観点から、電子デバイス１００は、ビア１３３に沿って延在する接地導体１
３４を設け、ビア１３３がマイクロストリップラインを構築する構成にしている。このよ
うな構成により、低損失な接続構造を実現している。
【００７１】
　なお、以上では、半導体チップ１１０が、半導体装置１１１の上に設けられる接地層１
１２、絶縁層１１３（１１３Ａ、１１３Ｂ）、及び配線１１４を含む形態について説明し
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たが、半導体チップ１１０は、さらに他の配線又は接地層を含んでもよい。
【００７２】
　また、モールド樹脂１２０、絶縁層１３０、接地層１３１、及び配線層１３２は、Ｘ軸
正方向にさらに延在していてもよく、また、接地層１３１及び配線層１３２は、図示しな
い他の電子装置又は電子部品等に接続されていてもよい。
【００７３】
　また、以上では、ビア１１５が接地層１３１と接地層１１２とを接続する形態について
説明したが、配線１１４のＸ軸正方向側の端部における特性インピーダンスに影響が生じ
ないような場合には、ビア１１５を設けることなく、別な手段で接地層１３１をグランド
電位に保持するようにしてもよい。
【００７４】
　また、以上では、接地導体１３４が、複数の円柱部１３４Ａと、接続部１３４Ｂとを有
する形態について説明したが、接地導体１３４は、ビア１３３及び配線部１３２Ｂ及び１
３２Ｃとマイクロストリップラインを構築できるのであれば、どのような形状であっても
よい。
【００７５】
　また、以上では、接地層１３１が半導体チップ１１０と絶縁層１３０との間に設けられ
る形態について説明したが、接地層１３１は、絶縁層１３０の内部に設けられていてもよ
い。絶縁層１３０の内部とは、厚さ方向において、絶縁層１３０に上下を挟まれる位置で
ある。
【００７６】
　以上、本発明の例示的な実施の形態の電子デバイス、及び、電子デバイスの製造方法に
ついて説明したが、本発明は、具体的に開示された実施の形態に限定されるものではなく
、特許請求の範囲から逸脱することなく、種々の変形や変更が可能である。
【００７７】
　以上の実施の形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
（付記１）
　半導体装置と、前記半導体装置の第１面側に設けられる第１接地層と、所定の特性イン
ピーダンスを有する第１伝送路を前記第１接地層と構築する第１配線とを有する半導体チ
ップと、
　前記半導体チップに重ねて配置される絶縁層と、
　前記半導体チップと前記絶縁層との間、又は、前記絶縁層の内部に設けられる第２接地
層と、
　前記絶縁層に重ねて配置される第２配線であって、平面視で前記第２接地層と重なる部
分に配置され、第１線幅を有し、前記第１伝送路と等しい所定の特性インピーダンスを有
する第２伝送路を前記第２接地層と構築する第１部分と、平面視で前記第２接地層の端部
側に配置され、前記第１線幅よりも細い第２線幅を有する第２部分とを有する第２配線と
、
　前記第１配線と前記第２配線の前記第２部分とを接続するビアと、
　平面視で前記第２配線の前記第２部分と重なる位置において前記絶縁層の内部に設けら
れ、前記第２部分の線幅方向において前記第２部分よりも広い幅を有し、前記ビアに沿っ
て前記第２接地層から前記第２部分の手前まで延在する接地導体と
　を含み、
　前記ビアは、前記第１伝送路と等しい所定の特性インピーダンスを有する第３伝送路を
前記接地導体と構築し、
　前記第２配線の前記第２部分は、前記第１伝送路と等しい所定の特性インピーダンスを
有する第４伝送路を前記接地導体と構築する、電子デバイス。
（付記２）
　前記接地導体は、
　一端が前記第２接地層に接続され、前記線幅方向に配置される、複数の柱状部と、
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　前記線幅方向に延在し、前記複数の柱状部の他端を接続する接続導体と
　を有する、付記１記載の電子デバイス。
（付記３）
　前記第２接地層は、前記第１接地層に接続される、付記１又は２記載の電子デバイス。
（付記４）
　前記半導体チップは、
　前記半導体装置の第１面に設けられるチップ絶縁層と、
　前記第１配線を覆う保護絶縁層と
　をさらに有し、
　前記第１接地層は、前記半導体装置と前記チップ絶縁層との間に設けられ、
　前記第１配線は、前記チップ絶縁層に重ねて配置される、付記１乃至３のいずれか一項
記載の電子デバイス。
（付記５）
　前記第１伝送路、前記第２伝送路、前記第３伝送路、及び前記第４伝送路は、マイクロ
ストリップラインである、付記１乃至４のいずれか一項記載の電子デバイス。
（付記６）
　半導体装置と、前記半導体装置の第１面側に設けられる第１接地層と、所定の特性イン
ピーダンスを有する第１伝送路を前記第１接地層と構築する第１配線とを有する半導体チ
ップに、平面視で前記第１配線と重ならないように第２接地層を積層する工程と、
　前記半導体チップ及び前記第２接地層に重ねて第１絶縁層を形成する工程と、
　一端が前記第２接地層の端部に接続され、前記第１絶縁層を厚さ方向に貫通し、前記第
１配線よりも広い幅を有する接地導体を形成する工程と、
　前記第１絶縁層に重ねて第２絶縁層を形成する工程と、
　一端が前記第１配線に接続され、前記第１絶縁層及び前記第２絶縁層を厚さ方向に貫通
するとともに前記接地導体に沿って延在し、他端が前記第２絶縁層から表出するビアを形
成する工程と、
　前記第２絶縁層に重ねて第２配線を形成する工程であって、平面視で前記第２接地層と
重なる部分に配置され、第１線幅を有し、前記第１伝送路と等しい所定の特性インピーダ
ンスを有する第２伝送路を前記第２接地層と構築する第１部分と、平面視で前記第２接地
層の前記端部側において前記接地導体と重なる位置に配置され、前記第１線幅及び前記接
地導体の幅よりも細い第２線幅を有し、前記ビアに接続される第２部分とを有する第２配
線を形成する工程と
　を含み、
　前記ビアは、前記第１伝送路と等しい所定の特性インピーダンスを有する第３伝送路を
前記接地導体と構築し、
　前記第２配線の前記第２部分は、前記第１伝送路と等しい所定の特性インピーダンスを
有する第４伝送路を前記接地導体と構築する、電子デバイスの製造方法。
【符号の説明】
【００７８】
　１００　電子デバイス
　１１０　半導体チップ
　１１１　半導体装置
　１１１Ａ　信号端子
　１１１Ｂ　グランド端子
　１１２　接地層
　１１３（１１３Ａ、１１３Ｂ）　絶縁層
　１１４　配線
　１１５　ビア
　１１５Ａ　ビア
　１１５Ｂ　接続部
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　１１５Ｃ　ビア
　１２０　モールド樹脂
　１３０　絶縁層
　１３１　接地層
　１３２　配線層
　１３２Ａ　主導体部
　１３２Ｂ、１３２Ｃ　配線部
　１３３　ビア
　１３４　接地導体
　１３４Ａ　円柱部
　１３４Ｂ　接続部

【図１】 【図２】
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